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1GZ0 MONITOR ASUS PQ321QE
S ROZLISENIM 4K

VYHODY NOVE TFT
TECHNOLOGIE

IGZO (Indium, Gallium, Zinc, Oxide) je zkratka nového materialu, ktery zvyduje vodivost
a snizuje prosakovani proudu tranzistort pouzivanych v TFT displejich. Diky tomuto
materialu je moZné vyrabét mensi a Usporngjsi tranzistory, které navic umozni snizeni
obnovovaci frekvence displejd. Jednoduse Feceno, tyto tranzistory umozni vyrobu TFT
paneld s vy$si hustotou bodU a nizsi spotrebou. Podivejme se, jak velky uzitek mize
prinést drobna Uprava technologie zakladni elektronické soucastky.
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Ostre

a usporne displeje

Sharp vyvinul novy material pro vyrobu LCD displejt. Hodi se pro 4K displeje
a pro mobilni zarizeni s Ultra HD rozliSenim.

MARKUS MANDAU

LCD displeja v posledni dobé pokrocil o nékolik milovych kroka.

Pred nedavnem jsme v nasem lexikonu rozebirali princip tech-
nologie Sony Triluminos, dnes se budeme vénovat revolucni no-
vince v podobé materidlu IGZO, ktery ma umoznit vznik displeji
s jesté vy$sim rozliSenim a nizsi spotfebou. Zkratka IGZO je vytvo-
fena z anglickych nazv ¢tyt prvkd (indium, gallium, zinek, kys-
1ik), které tvori polovodivy material TFT vrstvy. IGZO displeje vyvi-
nuté spolecnosti Sharp pouzivaji panely s tak vysokou hustotou
bodd, na jaké tradicni technologie TFT displeji konci. Tento typ
displeje pouziva 4,8“ smartphone Sharp SH-O6E s rozliSenim
1920 x 1080 bodi a hustotou 460 ppi a mtzeme je najit i v table-
tech Kalos BungBungame s rozliSenim 2 560 x 1 600 bodii nebo
ve 14“ tabletu Fujitsu Lifebook UH9O0 s rozliSenim 3 200 x 1 800
bodu. IGZO displeje najdeme také v nejnoveéjsich 4K monitorech
a televizorech s rozliSenim 3 840 x 2160 bodt a vyssim.

Vyhody nové technologie vyniknou pfi porovnani paneld po-
uzivanych v tabletech Apple iPad. Otevrete-li stejnou stranku na
iPadu mini (1 024 x 768 bodt) a na iPadu 4 (2 048 x 1536 bodu),
bude vam pfipadat font na iPadu mini rozmazany, zatimco na Re-
tina displeji nového iPadu bude text i po pfibliZzeni ostry. iPad 4
neni osazen displejem typu IGZO, ale pouziva panel zaloZeny na
konkurencni technologii LTPS (Low Temperature Poly Silicon).
Obé technologie jsou stejné vhodné pro vyrobu panell s extrém-
né vysokym rozliSenim, ale displeje IGZO spotrebuji méné elek-
trické energie. Bézné TFT panely zamorfniho kfemiku nedokdzou
drzet s novymi technologiemi krok.

I kdyz to tak na prvni pohled nemusi vypadat, vyvoj v oblasti

Tri tranzistory na kazdy pixel

U plochych displejii jsou TFT tranzistory uloZeny za vrstvou te-
kutych krystal a umi ménit jejich orientaci. Dokazou tak kori-
govat mnozstvi svétla prochdzejiciho kazdy pixelem. Kazdy
obrazovy bod (neboli pixel) se skladd ze tfi samostatnych ba-
revnych subpixeld (Cerveného, zeleného, modrého), které do-
hromady vytvari barevnou kvalitu jednoho obrazového bodu.
Kazdy subpixel je proto fizen samostatnym tranzistorem. Jeli-
koz TFT tranzistory nejsou prisvitné, musi se pfi kazdém zvy-
Seni rozliseni (tedy zmenseni obrazového bodu) zmensit, aby
nebranily prachodu svétla a neomezovaly tak jas displeje. Stej-
né jako u tranzistord, ze kterych jsou vyrabény procesory, viak
i u TFT tranzistor(l plati, Ze miniaturizaci nelze kvli fyzikal-
nim omezenim provadét do nekonecna. Pfi extrémné malych
Sirkach tranzistor dochdzi k nechténému prosakovani prou-
du, které ma za ndsledek zvyseni jejich spotreby.
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Problém béznych TFT tranzistor(i spocivd v materidlu, ze kte-
rého se vyrabéji. Na rozdil od tranzistort pouzivanych v proceso-
rech neobsahuji krystalicky, ale amorfni kfemik, ktery vykazuje
nizsi pohyblivost elektronti. Amorfni kfemik se hodi pro priimys-
lovou vyrobu, protoZe diky nému lze TFT vrstvu levné uloZit na
sklenény substrat velkych rozmérti. Nevyhodou je, Ze amorfni
kfemik ma v porovndni s kfemikem krystalickym o mnoho nizsi
hybnost elektronti. Pfi vyrobé displeju se soucasnym rozliSenim
to nehraje roli, protoze TFT tranzistory neprovadéji Zzadné vypo-
Cty a pfi 60Hz frekvenci se spinaji jen kazdych 16 milisekund.

TFT se pfepinaji v okamziku, kdy je privedeno napéti do
hradla tranzistoru. V tu chvili se otevfe kanal a elektrony za-
¢nou proudit ve sméru od emitoru ke kolektoru. V pripadeé ka-
nalu, ktery je vyroben z amorfniho kremiku, je k tomu, aby jim
zacaly protékat elektrony, tfeba mnohem vyssiho napéti nez
u tranzistor(, jejichz kandl je tvofen kfemikem krystalickym.
Na druhou stranu kanal vyrobeny z materidlu IGZO je diky pét-
krat vyssi hybnosti elektront mozné otevfit prostfednictvim
mnohem slabsiho proudu.

IGZO je idealni pro 4K displeje

Kanadl vytvoreny z polykrystalického kfemiku muze ¢init pro-
blémy u paneld s vyssi hustotou nez 400 ppi. Tak jemné rozli-
Seni jiz vyzaduje zmensSeni tranzistoru do takové miry, kdy se
zacind objevovat nechténé prosakovani proudu, tedy protéka-
ni elektront vypnutym tranzistorem. Obraz na displeji musi
byt navic obnovovdn v pravidelnych intervalech a prosakovani
proudu muize zplisobit pred¢asné spinani tranzistord.

Jednou ze zasadnich vyhod technologie IGZO je moznost udr-
Zet stav zobrazovaného bodu i pfi vypnutém tranzistoru, takze
by bylo moZné sniZit obnovovaci frekvenci z 60 na 25 Hz. Diky
nizsi obnovovaci frekvenci maji IGZO displeje vyhodu i v lepsi
reakci na dotykové podnéty.

Pfes vSechny vyhody neni zatim jasné, kdy pfijdou IGZO
displeje do stadia hromadné vyroby. V soucasnosti pouziva no-
vé panely Sharp jen maly pocet exkluzivnich zafizeni a ostatni
vyrobci, jako napriklad Samsung nebo LG, se zameéruji na vy-
lepSeni drahé technologie LTPS. Prilomovy okamzik by pro
tuto technologii nastal, pokud by Apple potvrdil zvésti, ze chce
IGZO displeje pouzit v produktech planovanych pro uvedeni
na pristi rok. Novy TFT materidl s nizkym prosakovanim prou-
du by zajistil iPhonlim a iPadlim delsi vydrZ pfi provozu na
akumulator, takze na tento typ displeji by rychle musela prejit
ikonkurence. @ AUTOR@CHIP.CZ
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